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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月11日(2015.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂膜を、レジストマスクを用いて反応性イオンエッチングによりエッチングする工程
を有するドライエッチング方法であって、
前記反応性イオンエッチングにおいて、エッチング反応室内の圧力を１．０Ｐａ以上とし
、流量百分率が１．０～５．０％のＣＦ4ガスを含む混合ガスを用いてエッチングを行う
ことを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項２】
　前記反応性イオンエッチングは、エッチング開始から前記樹脂膜の厚さの５～９５％を
除去する第一段階と、該第一段階の後のエッチングを行う第二段階とからなり、前記第二
段階での高周波アンテナ電力が前記第一段階での高周波アンテナ電力より高い請求項１に
記載のドライエッチング方法。
【請求項３】
　前記第二段階での高周波アンテナ電力は前記第一段階での高周波アンテナ電力よりも１
０００ｗ以上高い請求項２に記載のドライエッチング方法。
【請求項４】
　前記第一段階での高周波アンテナ電力が１０００～３０００ｗであり、前記第二段階で
の高周波アンテナ電力が２０００～４０００ｗである請求項３に記載のドライエッチング
方法。
【請求項５】
　前記第一段階での高周波バイアス電力が４５０～１０５０ｗであり、前記第二段階での
高周波バイアス電力が３０～７０ｗである請求項２乃至４のいずれかに記載のドライエッ
チング方法。
【請求項６】
　前記樹脂膜が、ポリアミド系樹脂、エポキシ系樹脂又はアクリレート系光硬化樹脂で形
成されている請求項１乃至５のいずれかに記載のドライエッチング方法。
【請求項７】
　前記樹脂膜が非感光性ポリアミド系樹脂で形成されている請求項１乃至６のいずれかに
記載のドライエッチング方法。
【請求項８】
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　前記反応性イオンエッチングにおいて、流量百分率が１．０～１．２５％のＣＦ4ガス
を含む混合ガスを用いてエッチングを行う請求項１乃至７のいずれかに記載のドライエッ
チング方法。
【請求項９】
　液体を吐出するエネルギーを発生する吐出エネルギー発生素子を第一の面側に有する基
板と、該基板の前記第一の面の上に設けられかつ前記液体が流れる流路を少なくとも構成
する被覆樹脂層と、を備える液体吐出ヘッドの製造方法であって、
　（１）前記基板の前記第一の面の上に設けられた密着性向上膜を反応性イオンエッチン
グによってエッチングする工程と、
　（２）エッチング後の前記密着性向上膜の上に前記被覆樹脂層を形成する工程と、
を含み、
　前記密着性向上層の反応性イオンエッチングによるエッチングを、請求項１乃至８のい
ずれかに記載のドライエッチング方法を用いて実施することを特徴とする液体吐出ヘッド
の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の一形態は、樹脂膜を、レジストマスクを用いて反応性イオンエッチングにより
エッチングする工程を有するドライエッチング方法であって、前記反応性イオンエッチン
グにおいて、エッチング反応室内の圧力を１．０Ｐａ以上とし、流量百分率が１．０～５
．０％のＣＦ4ガスを含む混合ガスを用いてエッチングを行うことを特徴とするドライエ
ッチング方法である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明の一形態は、
　液体を吐出するエネルギーを発生する吐出エネルギー発生素子を第一の面側に有する基
板と、該基板の前記第一の面上に設けられかつ前記液体が流れる流路を少なくとも構成す
る被覆樹脂層と、を備える液体吐出ヘッドの製造方法であって、
　（１）前記基板の前記第一の面上に設けられた密着性向上膜を反応性イオンエッチング
によってエッチングする工程と、
　（２）エッチング後の前記密着性向上膜の上に前記被覆樹脂層を形成する工程と、
を含み、
　前記密着性向上層の反応性イオンエッチングによるエッチングを、前記ドライエッチン
グ方法を用いて実施することを特徴とする液体吐出ヘッドの製造方法である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
１０１：基板
１０２：吐出エネルギー発生素子
１０３：保護膜
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１０４：密着性向上膜
１０５：レジスト膜
１０６：レジストマスク
１０７：型材料
１０８：流路型材
１０９：被覆樹脂層
１１０：インク吐出口
１１１：インク供給口
１１２：エッチング残渣
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